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Sb正方格子と La2O2層からなる層状物質 La2O2Sbでは、非閉殻電子配置の Sb2− (5p5)から金属状

態が期待される。しかし、粉末多結晶では、歪んだ Sb正方格子における Sbの二量体形成により

絶縁体となる [1,2]。その一方で、第一原理計算では、Sb正方格子の歪みの緩和による金属状態の

実現が予想されている [3]。もし、La2O2Sbのエピタキシャル薄膜を作製すれば、基板からのエピ

タキシャル力による Sb正方格子の歪みの抑制により、La2O2Sbを金属化することが期待できるが、

異常原子価である Sb2−を含む化合物の薄膜形成は容易でない。Bi2−を含む Y2O2Biのエピタキシャ

ル薄膜作製を可能にした、前駆体に多層膜を用いる多層固相エピタキシー法[4]を用いることで、

La2O2Sbエピタキシャル薄膜の合成に成功したので報告する。 

マグネトロンスパッタ法により、La、La2O3、Sbの 3つ

のターゲットを用い、室温でMgO (001)単結晶基板上に前

駆体多層膜を製膜した。前駆体多層膜の積層構造は[La2O3 

(0.08 nm) / La (5 nm) / La2O3 (0.08 nm) / Sb (3 nm)]20 (薄膜 A、

仕込組成: La2O0.5Sb1.3)、[La2O3 (0.8 nm) / La (51 nm) / La2O3 

(0.8 nm) / Sb (30 nm)]2 (薄膜 B、La2O0.5Sb1.3)、[La2O3 (2.4 nm) 

/ La (40 nm) / La2O3 (2.4 nm) / Sb (30 nm)]2 (薄膜 C、

La2O1.3Sb1.1)とした。得られた前駆体多層膜を 2.0 × 10−2 Torr

のアルゴン雰囲気中 850 ºCで加熱し、固相エピタキシャル

成長を行った。各薄膜の X 線回折パターンを Fig. 1 に示

す。多層膜全体の厚みと仕込組成を一定に保ち、多層膜各

層の厚みを増すことで La2O2Sb 相の結晶成長が促進した 

(薄膜 A、薄膜 B)。また、多層膜中の酸素比率を増加させ、

アンチモン比率を減少させると、不純物相の LaSb 相の生

成が大きく抑制された (薄膜 B、薄膜 C)。薄膜 Bと薄膜 C

において、2 次元 X 線回折像から La2O2Sb のエピタキシ

ャル成長を確認した。当日は、前駆体多層膜の積層構造と

La2O2Sbの結晶成長の関係について議論する。 
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Fig. 1. XRD patterns of fabricated 

thin films. 
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